
гидридной эпитаксии. Размер излучающих кластеров (лазерных дио­
дов) 120 мкм, шаг -  400 мкм. Кластеры разделены на излучающие 
элементы размером 7-8 мкм с периодом 10 мкм. Между кластерами 
расположены неизлучающие (пассивные) области размером 200 мкм.

Исследования проведены на линейках длиной 5 мм и 6 мм, 12 
или 15 кластеров соответственно, при длине резонатора 800 мкм с 
нанесенными защитно-просветляющими покрытиями. Охлаждение 
линеек -  водяное или охладителями на основе эффекта Пельтье. Со­
единение линейка -  теплоотвод осуществлялось композиционным 
припоем на основе Agin. Линейки на теплоотвод устанавливались как 
с использованием термокомпенсатора из карбида кремния, так и без 
него. Термическое сопротивление для модуля с водяным охлаждени­
ем (при номинальном расходе воды) 0,33 К/Вт, т. е. при температуре 
воды 10 °С и тепловой мощности до 40 Вт в непрерывном режиме 
температура посадочного места линейки не превышает 25 °С.

В квазинепрерывном режиме при отводе тепла термоэлектриче­
ским охладителем получена средняя мощность излучения порядка 
10 Вт с линейки лазерных диодов длиной 6 мм при частоте повторе­
ния импульсов излучения 1000 Гц и длительности импульса 400 мкс. 
В непрерывном режиме с использованием водяного охлаждения 
мощность излучения составила 10-16 Вт с линейки длиной 5 мм. 
Длина волны излучения при токе 20 А составляет 808-810 нм.

DIRECTIVITY OF ELECTRIC DISCHARGES 
IN SEMICONDUCTOR STREAMER LASERS

K. I. Rusakov1, V. V. Parashchuk2

1 Brest Polytechnic Institute, Brest, Belarus 
Institute of Physics National Academy of Science, Minsk, Belarus

Incomplete electrical breakdown of straight-zoned semiconductors 
can be accompanied by the oriented electric discharges (streamer discharg­
es). Generation of light is obtained in the discharge channels and pulsed 
semiconductor lasers pumped by the discharges are created [1, 2]. But 
mechanism of streamer discharge development is not completely clear.

So authors offer the following model of crystals physical picture of 
the breakdown. Under the influence of powerful pulse of the electric field
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dielectric constant of the crystal become anisotropic. Simultaneously elec­
tromagnetic SHF-waves are generated in the crystal. They interact with the 
light waves of recombination radiation of the free carriers of charge. In the 
directions, for which velocities of light and SHF-waves turn out to be 
close, their synchronous spreading and amplification occur. Deceleration 
of the light velocity to the velocity of SHF-waves is possible owing to the 
electro-optical effect arising when high-voltage pulse of the electric field is 
applied to the crystal.

Calculations of the directions of phase synchronism were made for 
cubic and hexagonal semiconductors in linear electro-optical effect ap­
proximation. In the case of cubic crystals it was found that the directions of 
phase synchronism correspond to the directions of streamer discharge de­
velopment. In hexagonal semiconductors discharges orientation coincide 
with the directions of synchronism and direction of maximum of nonlinear 
interaction of waves in the strong electrical field.

So coincidence of the results of calculations and orientation of the 
streamer discharges in crystals with different symmetry confirms the model 
of the crystal breakdown based on the light and SHF-waves interactions 
and linear electro-optical effect. Given mechanism of shaping oriented 
electrical discharges in semiconductors goes well with streamer laser char­
acteristics.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПЛАНАРНОГО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ОПТИЧЕСКОГО 

УСИЛИТЕЛЯ МЕТОДОМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Н. Н. Марьин, А. Г. Ржанов, А. С. Логгинов

Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва.

Активное использование инжекционных полупроводниковых 
лазеров в лазерной технике, системах передачи и обработки инфор­
мации, бытовой технике привело к необходимости создания 
устройств, сочетающих в себе ряд достоинств полупроводниковых 
лазеров: узкую спектральную ширину линии, близкую к дифракцион­
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